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D.C.Houghton, "New technique for the characterization of Si/SiGe layers using 
heterostructure MOS capacitors,"  Solid­St. Electronics,  Vol. 37, pp. 1491­1501, 
1994.  paper

46.K. Iniewski, S. Voinigescu, J. Atcha, and C.A.T. Salama, "Analytical modeling of 
threshold voltages in p­channel Si/SiGe/Si MOS structures," Solid­St. Electronics, 
vol.36, pp.775­783, 1993.  paper

47. S. Voinigescu, M. Schumacher, K. Iniewski,  R. Lisak, and Z. Parpia, “Emerging 
SiGe Technology – A review,” Electron Technology, Vol.26, pp.25­64, 1993.

48. S. Voinigescu and C.A.T. Salama, "Optimal channel grading in p­type Si/SiGe 
metal   oxide   semiconductor   field   effect   transistors   (MOSFETs),"  Can.J.Phys., 
Vol.70, pp.975­978, 1992. 

49. S.  Voinigescu and A.  Muller,  "Charge Dynamics   in  Heterostructure  Schottky­
Gate   Capacitors   and   Their   Influence   on   the   Transconductance   and   Low­
Frequency Capacitance of MODFET's," IEEE Trans. Electron. Dev., Vol.ED­36, 
pp.2320­2327, 1989.  paper

50.S. Voinigescu, A. Muller, and C. Anton, "Auger recombination in heavily­doped 
p+ silicon," Solid­St. Phenomena, Vols.6,7, pp.315­322, 1989.   paper

51.A. Muller and S. Voinigescu, "Heavy doping effects on the I­V and stored charge 
characteristics of narrow base PIN diodes," Solid­St. Electronics, vol.32, pp.593­
601, 1989.  paper

52.S. Voinigescu, "Quantum modelling of charge distribution in single and multiple 
heterojunction modfets," Int. J.Electronics, vol.66, pp.227­245, 1989.  paper

Papers at Refereed International Conferences

1. S.P.   Voinigescu,"From   1Tb   per   carrier   to   1THz.   The   next   challenge,"  IEEE 
European Microwave Conference,  Nurnberg, Germany, October 2013,  (invited 
plenary paper).

2. A.   Balteanu,   S.   Shopov,   S.P.   Voinigescu,   “A   44­GBaud,   110­GHz   Wireless 
Transmitter with Direct Amplitude and Phase Modulation in 45­nm SOI CMOS,” 
IEEE CSICS, Monterey, CA, October 2013. (invited)

3. Y.   Fu   and   S.P.Voinigescu,   “A   108­GHz   Retimer   based   on   1.8V   Quasi­ECL 
MOS­HBT SiGe BiCMOS Logic,”  IEEE CSICS, Monterey, CA, October 2013.

4. S. Shopov, A. Balteanu, and S.P. Voinigescu, “ A 19­dBm, 15­Gbaud, 9­bit SOI 
CMOS Power­DAC Cell   for  High­Order  QAM  W­Band  Transmitters,”  IEEE 
ESSCIRC, Bucharest, Romania, September 2013. 

5. M.G. Girma, J. Hasch, I. Sarkas, S.P. Voinigescu and T. Zwick, “122 GHz Sensor 
Based  on   a  Monostatic  SiGe­BiCMOS  IC with   an  On­Chip  Antenna,”  IEEE 
European Microwave Conference, Amsterdam, The Netherlands, Oct. 2012.
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6. I. Sarkas, M.G. Girma, J. Hasch,  T. Zwick, and S.P. Voinigescu, “A Fundamental 
Frequency 143­152 GHz Radar Transceiver with Built­in Calibration and Self­
Test,” IEEE CSICS, La Jolla, CA, Oct. 2012.

7. I. Sarkas and S.P. Voinigescu, “A 1.8V SiGe BiCMOS Cable equalizer with 40­
dB Peaking Control up to 60 GHz” IEEE CSICS, La Jolla, CA, Oct. 2012.

8. P.  Chevalier,  T.  Lacave,  E.  Canderle,  A.  Pottrain,  Y.  Carminati,   J.  Rosa,  F. 
Pourchon,  N.  Derrier,  G.  Avenier,  A.  Montagne,  A. Balteanu,  E.  Dacquay,   I. 
Sarkas, D. Celi, D. Gloria, C. Gaquire, S.P. Voinigescu, and A. Cahntre “Scaling 
of SiGe BiCMOS Technologies for Applications above 100 GHz” IEEE CSICS, 
La Jolla, CA, Oct. 2012. (invited)

9. A. Tomkins, E. Dacquay, P. Chevalier, J. Hasch, A. Chantre, B. Sautreuil and S.P. 
Voinigescu, “ A Study of SiGe Signal Sources in the 220­330 GHz Range,” IEEE 
BCTM, Portland, OR, Oct. 2012.

10. V. Kozlov, P. Park and S.P. Voinigescu, “4x24 Gb/s PRBS Generator Using 1.8V 
MOS­HBT Quasi­CML Logic” IEEE BCTM, Portland, OR, Oct. 2012.

11. A. Balteanu, I. Sarkas, E. Dacquay, A. Tomkins,  and S.P. Voinigescu, “A 45­
GHz,   2­bit   Power   DAC   with   24.3   dBm   Output   Power,   >14   Vpp  Differential 
Swing, and 22% Peak PAE in 45­nm SOI CMOS, ”IEEE RFIC Symp., Montreal 
June 2012 

12. A.  Balteanu,  P.  Schvan  and  S.P.  Voinigescu,  “  A 6­bit  Segmented  RZ DAC 
Architecture with up to 50­GHz Sampling Clock,”IEEE IMS, Montreal June 2012 
(Best Student Paper Award) 

13. A.   Balteanu,   I.   Sarkas,   V.   Adinolfi,   E.   Dacquay,   A.   Tomkins,  D.   Celi,   P. 
Chevalier   and  S.P.   Voinigescu,  “Characterization   of   a   400­GHz   SiGe   HBT 
Technology   for  Low­Power   D­Band   Transceiver   Applications,”IEEE   IMS, 
Montreal June 2012. 

14. I. Sarkas, E. Laskin, J. Hasch, A. Tomkins, A. Balteanu, E. Dacquay, L. Tarnow, 
P. Chevalier, B. Sautreuil and S.P. Voinigescu, “Silicon­based radar and imaging 
sensors operating above 120 GHz,” IEEE MiKON, Poland, pp.91­96, May 2012,
(invited plenary paper),

15. I. Sarkas, A. Balteanu, E. Dacquay, A. Tomkins and S.P. Voinigescu, “A 45­nm 
CMOS Class D mm­wave PA with >10Vpp Differential  Swing,”  IEEE ISSCC 
Techn. Digest, pp.24­25, February 2012.

16. E. Laskin, A. Tomkins, A. Balteanu, I. Sarkas, and  S.P. Voinigescu, “A 60­GHz 
RF   IQ   DAC   Transceiver   with   on­Die   at­Speed   Loopback”,  IEEE   RFIC 
Symposium,  Digest of Papers. pp.57­60,  June 2011.

17. S.P. Voinigescu, E. Laskin, I. Sarkas, K.H.K. Yau, S. Shahramian, A. Hart,   A. 
Tomkins, P. Chevalier, J. Hasch, P. Garcia, A. Chantre, B. Sautreuil, “Silicon D­
Band   Wireless   Transceivers   and   Applications,”  IEEE   APMC,   pp.1857­1864, 
Yokohama, Japan, December 2010, (invited).



18. R.A. Aroca, P. Schvan, S.P. Voinigescu, “A 2.4Vpp,  60­Gb/s, mm­Wave DAC­
based CMOS Driver with Adjustable Amplitude and Peaking Frequency ,” IEEE 
CSICS Digest pp.255­258, Monterey, CA, October 2010.

19. S. Shahramian, A. Hart, A.C. Carusone, P. Garcia, P. Chevalier, S.P. Voinigescu, 
”A   D­Band   PLL   Covering   the   81­82   GHz,   86­92   GHz   and   162   –   164   GHz 
Bands, ”  IEEE RFIC Symposium Digest, pp.53­56, May 2010.

20. K.H.K. Yau, I. Sarkas, A. Tomkins, P. Chevalier, and S.P. Voinigescu, "On­wafer 
S­parameter De­embedding of Silicon Active and Passive Devices up to 170­GHz" 
IEEE IMS  Digest, pp.600­ 6o3, May 2010.

21. I.   Sarkas,   E.   Laskin,   J.   Hasch,   P.   Chevalier,   and   S.P.   Voinigescu,  "Second 
Generation Transceiversfor D­Band Radar and Data Communication Applications 
" IEEE IMS Digest ,pp.1328­1331, May 2010, invited focus session paper.

22. E. Laskin, P. Chevalier, B. Sautreuil, and S. P. Voinigescu, ”A 140­GHz Double­
Sideband Transceiver with Amplitude and Frequency Modulation Operating over 
a few Meters,”  IEEE BCTM Digest pp.178­181,Oct. 2009.

23. A. Balteanu and S.P. Voinigescu,  ”A Cable Equalizer with 31 dB of Adjustable 
Peaking at 52 GHz,”  IEEE BCTM Digest, Capri, Italy, Oct. 2009. 

24. A. Tomkins, P. Garcia, and S. P. Voinigescu, ”A Passive W­Band Imager in 65nm 
Bulk CMOS”  IEEE CSICS Digest, pp.91­94, Greensboro, N.C, Oct. 2009. 

25. I. Sarkas, S.T. Nicolson, A. Tomkins, E. Laskin, P. Chevalierm  B. Sautreuil, and 
S.P.   Voinigescu,   ”A   12­Gb/s,   Direct   QPSK   Modulation,   SiGe   BiCMOS 
Transceiver for Last Mile Links in the 70­80 GHz Band”  IEEE CSICS Digest, 
pp.41­44, Greensboro, N.C, Oct. 2009. 

26. I. Sarkas, M. Khanpour, A. Tomkins, P. Chevalier, P. Garcia, and S.P. Voinigescu, 
"W­band   65­nm   CMOS   and   SiGe   BiCMOS   Transmitter   and   Receiver   with 
Lumped I­Q Phase Shifters,"  IEEE RFIC Symposium,  Digest,  pp.441­444, June 
2009.

27. S.P. Voinigescu, M. Khanpour, S.T. Nicolson, A. Tomkins, E. Laskin, A Cathelin, 
and D. Belot, "CMOS Receivers in the 100­140 GHz Range," IEEE IMS, Digest, 
pp.193­196,  June 2009.

28. K.H.K.   Yau,   M.   Khanpour,   M­T.   Yang,   P.   Schvan,   S.P.   Voinigescu,  "On­die 
Source­Pull for the Characterization of the W­band Noise Performance of 65nm 
General Purpose (GP) and Low Power (LP) n­MOSFETs" IEEE IMS, Digest, pp. 
773­776, June 2009.

29. A. Hart,  T. Chalvatzis, P. Garcia, and S.P. Voinigescu, “mm­Wave Delta­Sigma 
Modulators,”  IEEE   CSICS   Digest   pp.183­186,   Monterey,   CA,   October   2008. 
(invited)

30. A. Tomkins, P. Garcia and S.P. Voinigescu, "A 94GHz SPST Switch in 65nm 
Bulk CMOS", IEEE CSICS Digest, pp.139­142, Monterey, CA, October 2008.

31. S. Shahramian, A.C. Carusone, P. Schvan, and S.P. Voinigescu, “ An 81Gb/s, 
1.2V TIALA­retimer in Standard 65nm CMOS”  IEEE CSICS Digest,  pp. 215­
218, Monetery, CA, October 2008.



32. G. Avenier, P. Chevalier, B. Vandelle, F. Brossard, L. Depoyan, M. Buczko, S. 
Boret,  S.  Montusclat,  A.  Margain,  S.T.  Nicolson,  K.H.K.  Yau,  D.  Gloria,  D. 
Dutartre, S.P. Voinigescu and A. Chantre, 0.13m SiGe BiCMOS technology for 
mm­wave applications,?” IEEE BCTM, Monterey, CA, October 2008 (invited).

33. A. Hart and S.P. Voinigescu, “A SiGe BiCMOS Operational Amplifier with 48dB 
of Gain and 9GHz Unity Gain Bandwidth” 2008 IEEE BCTM, Monterey, CA, 
October 2008.

34. A. Tomkins, R.A. Aroca, T. Yamamoto, S.T. Nicolson, Y. Doi, S.P. Voinigescu, 
“A Zero­IF 60GHz Transceiver in 65nm CMOS with > 3.5Gb/s Links,”  IEEE 
CICC Digest, pp. 471­474, San Jose, CA, September 2008.

35. P. Garcia, A. Chantre, S. Pruvost, P. Chevalier, S.T. Nicolson, S.P. Voinigescu, 
C.  Garnier,   “Will  BiCMOS  stay   competitive   for   mmW  applications?”,  IEEE 
CICC, San Jose, CA, September 2008. (invited)

36. R.A. Aroca, A. Tomkins,  Y. Doi, T.  Yamamoto  and S.P. Voinigescu, “Circuit 
Performance   Characterization   of   Digital   45­nm   CMOS   Technology   for 
Applications around 110 GHz,” IEEE VLSI Circuits Symposium Digest, pp.162­
163, Honolulu, June 2008.

37. S.T.   Nicolson,   A.   Tomkins,   K.W.   Tang,   A.   Cathelin,   D.   Belot,  and   S.P. 
Voinigescu, “A 1.2V, 140GHz Receiver with On­Die Antenna in 65nm CMOS,” 
IEEE RFIC Symposium, Digest, pp.239­242, June 2008.

38. E.   Laskin,  K.W.   Tang,   P.   Chevalier,   A.   Chantre,   B.   Sautreuil,  and   S.P. 
Voinigescu, “170­GHz Transceiver with On­Chip Antennas in SiGe Technology,” 
IEEE RFIC Symposium, Digest, pp.637­640, June 2008.

39. A.  Hart   and  S.P.  Voinigescu,  “A 1GHz Bandwidth  Low­Pass   ∆  ADC withΣ  
20GHz to 50GHz Adjustable Sampling Rate,”  IEEE RFIC Symposium,  Digest, 
pp.181­184, June 2008.  

40. T.   Chalvatzis   and   S.P.   Voinigescu,  “A   4.5   to   5.8   GHz   Tunable   Δ   DigitalΣ  
Receiver with Q Enhancement,” pp.  IEEE IMS, June 2008. (2nd. Best Student  
Paper Award)

41. E.  Laskin,  M.   Khanpour,  R.   Aroca,  K.W.   Tang,   P.  Garcia,  S.P.  Voinigescu, 
“95GHz   Receiver   with   Fundamental   Frequency   VCO   and   Static   Frequency 
Divider in 65nm Digital CMOS,”  IEEE ISSCC  Digest, pp.180­181,    Feb. 2008.  
(Beatrice Winner Award)

42. S.T. Nicolson, P. Chevalier, A. Chantre, B. Sautreuil and S.P. Voinigescu, “A 77­
79GHz Doppler Radar Transceiver in Silicon,” IEEE CSICS, pp. 252­255,   Oct. 
2007. Slides &  paper

43. M.   Khanpour,   S.P.   Voinigescu,  and   M.T.   Yang,  ''A   High­Gain,   Low­Noise, 
+6dBm PA in 90nm CMOS for 60­GHz Radio,” IEEE CSICS, pp. 121­124,   Oct. 
2007.  Slides &  paper

44. R.A. Aroca and S.P. Voinigescu, ''A Large Swing 40­Gb/s SiGe BiCMOS Driver 
with Adjustable Pre­Emphasis for Data Transmission over 75W Coaxial Cable,” 
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IEEE CSICS, pp. 169­172,   Oct. 2007. Slides &  paper
45. K.W. Tang, M. Khanpour, P. Garcia, C. Garnier, and S.P. Voinigescu,  ''65­nm 

CMOS, W­Band Receivers for Imaging Applications,”  IEEE CICC,  pp.749­752, 
San Jose, CA, Sept. 2007. Slides &  paper

46. S.P.   Voinigescu,   R.   Aroca,   T.O.   Dickson,   S.T.   Nicolson,   T.   Chalvatzis,   P. 
Chevalier, P. Garcia, C. Garnier, and B. Sautreuil, ''Towards a sub­2.5V, 100­Gb/s 
Serial Transceiver,” IEEE CICC, pp.471­478, San Jose, CA, Sept. 2007 (invited). 
Slides &  paper

47. T.  Chalvatzis,  T.O.  Dickson,  and S.P.  Voinigescu,   ''A 2­GHz Direct  Sampling 
Delta­Sigma Tunable Receiver with 40­GHz Sampling Clock and on­chip PLL,” 
IEEE VLSI Symp. Digest, pp.54­55, Kyoto, Japan, June. 2007. Slides &  paper

48. E.   Laskin,  P.   Chevalier,   A.   Chantre,   B.   Sautreuil   and  S.P.   Voinigescu,   “80­
GHz/160­GHz Transceiver in SiGe HBT Technology,” IEEE RFIC Symp. Digest, 
pp. 153­156, Honolulu, HI, June. 2007. Slides &  paper

49. S.T. Nicolson, K.K.W. Tang,  K.H.K. Yau, P. Chevalier,  B. Sautreuil  and S.P. 
Voinigescu, “A 2.5V 77GHz Automotive Radar Chipset,”   IEEE Int. Microwave 
Symp. Digest, pp.487­490, Honolulu, HI, June. 2007. Slides &  paper

50. S.P.  Voinigescu,  S.T.  Nicolson, M. Khanpour,  K.K.W. Tang,  K.H.K. Yau, N. 
Seyedfathi,   A.Timonov,  A.   Nachman,   G.  Eleftheriades,  P.  Schvan,   and   M.T. 
Yang, ''CMOS SOCs at 100 GHz: System Architectures, Device Characterization, 
and IC Design Examples,''  IEEE ISCAS, New Orleans, pp.1971­1974, May 2007 
(invited) Slides &  paper

51. K. H. K. Yau, A. M. Mangan, P. Chevalier, P. Schvan, and S.P. Voinigescu, “A 
Scalable   Transmission­Line   Based   Technique   for   De­Embedding   Noise 
Parameters,”   Proceedings   of  IEEE   Int.   Conference   on   Microelectronic   Test  
Structures, pp. 237­242, Japan, March 2007.  paper

52. K. H. K. Yau, K. K. W. Tang, P. Schvan, P. Chevalier, B. Sautreuil and S. P. 
Voinigescu,   “The   Invariance   of   the   Noise   Impedance   in   n­MOSFETs   across 
Technology Nodes and its Application to the Algorithmic Design of Tuned Low 
Noise Amplifiers,” Si Monolithic Integrated Circuits in RF Systems, pp. 245­248, 
Jan. 2007.  paper

53. P. Chevalier, B. Barbalat, M. Laurens, B. Vandelle, L. Rubaldo, B. Geynet,  S.P. 
Voinigescu, T.O. Dickson, N. Zerounian,  S. Chouteau, D. Dutartre, A. Monroy, 
B.   Sautreui1,   F.   Aniel,   G.   Dambrine,   and   A.   Chantre,   “High­Speed   SiGe 
BiCMOS   Technologies:   120­nm   Status   and   End­of­Roadmap   Challenges,”  Si 
Monolithic   Integrated  Circuits   in  RF  Systems,   pp.18­23,   Jan.   2007.  (invited) 
paper

54.P. Chevalier, D. Gloria, P. Scheer, S.P. Voinigescu, T.O. Dickson, E. Laskin, S.T. 
Nicolson, T. Chalvatzis, K.H.K. Yau, S. Pruvost, F. Gianesello, F. Pourchon, P. 
Garcia, J.­C. Vildeuil, A. Chantre, C. Garnier, and O. Noblanc “Advanced SiGe 
BiCMOS   and   CMOS   platforms   for   Optical   and   Millimeter­Wave   Integrated 
Circuits,”  IEEE CSICS,  pp. 12­15, Nov. 2006 (invited).   Paper
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55.S.T. Nicolson and S.P. Voinigescu, “Methodology for Simultaneous Noise and 
Impedance Matching in W­Band LNAs,” IEEE CSICS, San Antonio, pp. 279­282, 
Nov. 2006.  Slides & Paper

56.T.O. Dickson and S.P. Voinigescu., “Low­power circuits for a 10.7­to­86 Gb/s 
80­Gb/s serial transmitter in 130­nm SiGe BiCMOS,”  IEEE CSICS, pp.235­238, 
Nov. 2006.  Slides & Paper

57. D. Alldred, B. Cousins and S.P. Voinigescu, “A 1.2V, 60GHz radio receiver with 
on­chip   transformers   and  inductors   in  90nm CMOS,”  IEEE CSICS,   pp.51­54, 
Nov. 2006.  Slides & Paper

58.K.W.  Tang,  S.  Leung,  N.  Tieu,  P.  Schvan,   and  S.P.  Voinigescu,   “Frequency 
Scaling and Topology Comparison of mm­wave CMOS VCOs,”   IEEE CSICS, 
pp.55­58, Nov. 2006.  Slides & Paper

59.S.T.  Nicolson,  K.H.K.  Yau,  P.  Chevalier,  A.  Chantre,  B.  Sautreuil,   and  S.P. 
Voinigescu., “Design and Scaling of SiGe BiCMOS VCOs Operating near 100 
GHz,” IEEE BCTM Digest, pp.142­145, Oct. 2006. (Best Student Paper Award) 
Slides & Paper

60.E.   Laskin,   S.T.   Nicolson,   P.   Chevalier,   A.   Chantre,   B.   Sautreuil,   and   S.P. 
Voinigescu. “Low­Power, Low­Phase Noise SiGe HBT Static Frequency Divider 
Topologies up to 100 GHz,” IEEE BCTM Digest, pp.235­238, Oct. 2006. Slides 
& Paper

61.S.P.   Voinigescu,   T.   Chalvatzis,     K.H.K.   Yau,   A.   Hazneci,   A.   Garg,   S. 
Shahramian, T. Yao, M. Gordon, T.O. Dickson, E. Laskin, S.T. Nicolson, A.C. 
Carusone, L. Tchoketch­Kebir, O. Yuryevich, G. Ng, B. Lai, and P.Liu, “SiGe 
BiCMOS   for   Analog,   High­Speed   Digital   and   Millimetre­Wave   Applications 
Beyond  50  GHz,”    IEEE BCTM  Digest,  pp.223­230,  Oct.  2006.      (Invited). 
Slides & Paper

62. T. Chalvatzis, K.H.K. Yau, P. Schvan, M.T. Yang, and S. P. Voinigescu, “A 40­
Gb/s  Decision  Circuit   in  90­nm CMOS,”  IEEE ESSCIRC Digest,  pp.512­515, 
Sept. 2006.  Slides & Paper

63.S. Shahramian, S.P. Voinigescu  and A.C. Carusone, “A 30­GSamples/Sec Track 
and Hold Amplifier  in 0.13mm CMOS Technology,”  IEEE CICC  Digest,    pp. 
493­496, San Jose, CA, Sept. 2006.  Slides & Paper

64. F.   Pera   and   S.P.   Voinigescu,   “An   SOI   CMOS,   High   Gain   and   Low   Noise 
Transimpedance­Limiting   Amplifier   for   10Gb/s   Applications,”  IEEE   RFIC 
Symposium Digest, pp. 401­404, June 2006.

65. T.   Chalvatzis   and   S.P.   Voinigescu,   A   Low­Noise   40­GS/s   Continuous­Time 
Bandpass ΔΣ ADC Centered at 2GHz,” IEEE RFIC Symposium Digest, pp. 323­
326, June 2006. (2nd Best Student Paper Award).  Slides & Paper

66.T. Yao, M. Gordon, K. Yau, M.T. Yang, and S.P. Voinigescu “60­GHz PA and 
LNA in 90­nm RF­CMOS,”  IEEE RFIC Symposium Digest, pp. 147­150, June 
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2006.  Slides & Paper

67.T. Yao, L.Tchoketch­Kebir, O. Yuryevich, M.Q. Gordon, and S.P. Voinigescu, 
“65GHz   Doppler   Radar   Transceiver   with   On­Chip   Antenna   in   0.18μm   SiGe 
BiCMOS,” IEEE IMS Digest, pp.1493­1496, June 2006  Slides & Paper

68.M.Q. Gordon, T. Yao, and S.P. Voinigescu,”65­GHz Receiver in SiGe BiCMOS 
Using Monolithic Inductors and Transformers” Si Monolithic Integrated Circuits  
in RF Systems,  Technical  Digest pp.265­268, Jan. 2006.  (Best Student Paper 
Award). Slides & Paper

69.T.O. Dickson and S.P. Voinigescu,”SiGe BiCMOS Topologies for Low­Voltage 
Millimeter­Wave   Voltage­Controlled   Oscillators   and   Frequency   Dividers”  Si 
Monolithic Integrated Circuits in RF Systems, Technical Digest pp.273­276, Jan. 
2006. Paper

70.G. Ng., B. Lai,  P. Liu,  and S.P. Voinigescu, ”1 GHz Opamp­Based Bandpass 
Filter,” Si Monolithic Integrated Circuits in RF Systems, Technical Digest pp.369­
372, Jan. 2006. Paper

71.K.H.K. Yau and S.P. Voinigescu, ”Modeling and Extraction of SiGe HBT Noise 
Parameters from Measured Y­Parameters and Accounting for Noise Correlation,” 
Si Monolithic Integrated Circuits in RF Systems, Technical Digest pp.226­229, 
Jan. 2006. Paper

72.A.   Garg,  A.C.  Carusone,   and   S.P.   Voinigescu,   “A  1­Tap  40­Gbs  Lookahead 
Decision   Feedback   Equalizer   in   0.18mm   SiGe   BiCMOS   Technology,”  IEEE 
Compound   Semiconductor   Integrated   Circuits   Symposium,  Technical   Digest, 
pp.37­41, Nov.2005.  Slides & Paper

73.S. Shahramian, A.C. Carusone, and S.P. Voinigescu, “A 40­GSamples/Sec Track 
& Hold  Amplifier   in  0.18mm SiGe  BiCMOS Technology,”  IEEE Compound 
Semiconductor   Integrated   Circuits   Symposium,  Technical   Digest,   pp.101­104, 
Nov. 2005 (Best Paper Award).  Paper

74.E. Laskin and S.P. Voinigescu, “A 60 mW per Lane, 4 × 23­Gb/s 27­1 PRBS 
Generator,”  IEEE   Compound   Semiconductor   Integrated   Circuits   Symposium,  
Technical Digest, pp.192­195, Nov. 2005.  Slides & Paper

75.S.P.   Voinigescu,   R.   Beerkens,   T.   O.   Dickson,   and   T.   Chalvatzis,  “Design 
Methodology and Applications of SiGe BiCMOS Cascode Opamps with up to 37­
GHz   Unity   Gain   Bandwidth,”  IEEE   Compound   Semiconductor   Integrated  
Circuits Symposium, Technical Digest, pp.283­286, Nov. 2005.  Slides & Paper

76. S.P.   Voinigescu,   T.O.   Dickson,   T.   Chalvatzis,   A.   Hazneci,   E.   Laskin,   R. 
Beerkens, and I. Khalid, “Algorithmic Design Methodologies and Design Porting 
of Wireline Transceiver IC Building Blocks Between Technology Nodes,” IEEE 
CICC,  pp.111­118, San Jose, CA, Sept. 2005 (Invited). Slides & Paper

77.S.P. Voinigescu, M. Gordon, C. Lee, T. Yao, A. Mangan, and K. Yau, “System­
on­Chip Design Beyond 50 GHz,” International  Workshop on SOC,  pp.10­13, 
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Banff, July 20, 2005 (Invited)  Slides & Paper

78. M.T. Yang, Patricia P.C. Ho, T.J. Yeh, Y.J. Wang, Darryl C. W. Kuo, C. W. Kuo, 
S.C. Yang, Alain Mangan, Sorin P. Voinigescu,  Sally Liu, “On the Millimeter­
Wave Characteristics and Model of On­Chip Interconnect Transmission Lines Up 
to 110 GHz,” IEEE MTT­S Digest, paper:TH3F­1  June 2005.

79. M. Racanelli, S. Voinigescu and P. Kempf, “High Performance SiGe BiCMOS 
Technology,”   IEEE/ACES   International   Conference   on   Wireless 
Communications   and   Applied   Computational   Electromagnetics,   Honolulu, 
Hawaii, April. 2005, (Invited)

80.T.O.  Dickson,  E.  Laskin,   I.  Khalid1,  R.  Beerkens1,   J.  Xie1,  B.  Karajica1,  S.P. 
Voinigescu, “A 72Gb/s 231­1 PRBS Generator in SiGe BiCMOS Technology”, 
ISSCC­Digest, pp.342­343, 2005. paper.pdf

81.A. Hazneci and S. P. Voinigescu,  49­Gb/s, 7­Tap Transversal Filter in 0.18mm 
SiGe   BiCMOS   for   Backplane   Equalization  IEEE   Compound   Semiconductor  
Integrated  Circuits  Symposium,  Monterey,  CA,  Technical  Digest,  pp.101­104, 
Oct.2004,  paper (pdf) and slides

82.C. Lee,  T.  Yao, A. Mangan,  K. Yau, M. A. Copeland,  and S.  P.  Voinigescu, 
“SiGe  BiCMOS 65­GHz BPSK Transmitter  and 30  to  122 GHz LC­Varactor 
VCOs   with   up   to   21%   Tuning   Range,”  IEEE   Compound   Semiconductor  
Integrated  Circuits  Symposium,  Monterey,  CA,  Technical  Digest,  pp.179­182, 
Oct. 2004 (invited)  paper  and slides

83.Paul  Westergaard,  Timothy  O.  Dickson,   and  Sorin  P.  Voinigescu,   “A  1.5­V, 
20/30­Gb/s CMOS Backplane Driver with Digital Pre­emphasis,” Proceedings of 
the  IEEE Custom Integrated Circuits Conference,  pp.23­26, Orlando,  FL, Oct. 
2004.   paper.pdf

84.S.P. Voinigescu, T.O. Dickson, and R. Beerkens, I. Khalid, and P. Westergaard, 
“A Comparison of Si CMOS, SiGe BiCMOS, and InP HBTs Technologies for 
High­Speed and Millimeter­wave ICs,”  Si Monolithic Integrated Circuits in RF  
Systems, pp.111­114, Atlanta, GA, Sept. 2004. (Invited)   paper (pdf) and slides

85.M. Gordon and S.P.  Voinigescu,  “An Inductor­based 52­GHz,  0.18 mm SiGe 
BiCMOS Cascode LNA with 22 dB Gain,” IEEE ESSCIRC, pp.287­291, Leuven, 
Belgium, Sept. 2004.  paper (pdf) and slides 

86. T. O. Dickson, R. Beerkens, and S. P. Voinigescu, “A 2.5­V, 40­Gb/s Decision 
Circuit  Using SiGe BiCMOS Logic”,  VLSI Symposium, Digest  of  Papers,  pp. 
206­209, June 2004, (Best Student Paper Award). paper

87. M.T. Yang, T.J. Yeh, Y. J. Wang, Patricia P.C. Ho, Y. R. Lin, Darry C.W. Kuo, 
Sorin P. Voinigescu, Mihai Tazlauanu, Y.T. Chia, K.L. Young, “Foundry 0.13 um 
CMOS Modeling for MS/ Wave SOC Design   at 10 GHz and Beyond”,  RFIC 
Symposium, Digest of Papers, pp.167­170, June 2004.

88. T.  O.  Dickson,   M.­A.   LaCroix,  S.  Boret,   D.   Gloria,   R.  Beerkens,   and  S.  P. 
Voinigescu, “Si­based Inductors and Transformers for 30­100 GHz Applications”, 
IEEE MTT­S Digest, pp. 205­208, June 2004, (Best Student Paper Finalist) paper
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89. M.T. Yang, P.C. Ho, C.K. Lin, T.J. Yeh, S.P. Voinigescu, M. Tazlauanu, Y.T. 
Chia, K.L. Young, “BSIM4 High­Frequency Model Verification for 0.13 um RF­
CMOS Technology,” IEEE MTT­S Digest, pp. 1049­1052  June 2004.

90. S.P.   Voinigescu,   M.   Tazlauanu,   P.C.   Ho,   and   M.T.   Yang,“Direct   Extraction 
Methodology   for   Geometry­Scalable   RF­CMOS   Models”,  Proc.   IEEE   Int.  
Conference on Microelectronic Test Structures, Vol.17, pp.235­240, March 2004. 
paper.

91. H. Tran, F. Pera, D.S. McPherson, D. Viorel, and S. P. Voinigescu, “6­kOhm, 43­
Gb/s Differential Transimpedance­Limiting Amplifier with Auto­Zero Feedback 
and High Dynamic Range,” IEEE GaAs IC Symp., pp. 241­244, Nov. 2003. paper 
and slides 

92. D.S.   McPherson,   F.Pera,   M.   Tazlauanu   and   S.   P.   Voinigescu,   "A   3V   Fully 
Differential   Distributed   Limiting   Driver   for   40   Gb/s   Optical   Transmission 
Systems, IEEE GaAs IC Symp., Technical Digest, pp.95­98, Oct. 2002. paper (pdf
) and slides 

93. S.P. Voinigescu, P. Popescu, P. Banens, M. Copeland, G. Fortier, K. Howlett, M. 
Herod, D. Marchesan, J. Showell, S. Szilagyi, H. Tran, and J. Weng, "Circuits and 
Technologies for Highly Integrated Optical Networking ICs at 10Gb/s to 40Gb/s," 
Proc. of the IEEE CICC, pp.331­338, May 2001. (invited) (Best Paper Award) 
paper (pdf)  and slides

94. S.P. Voinigescu, D. Marchesan and M. A. Copeland, " A family of Monolithic 
Inductor­Varactor SiGe­HBT VCOs for 20GHz to 30GHz LMDS and Fiber­Optic 
Receiver Applications," RFIC Symposium, Digest of Papers, 2000. paper (pdf) 

95. S.P.   Voinigescu,   M.A.   Copeland,   D.   Marchesan,   P.   Popescu,   and   M.   C. 
Maliepaard,   "5GHz   SiGe   HBT   Monolithic   Radio   Transceiver   With   Tunable 
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